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Contexte et motivation

L’extraction des parametres électriqgues est un point clef pour la Augmentation du -
comprehension des phénomenes physiques qui régissent le , ny
fonctionnement des transistors. La reduction des dimensions impose r _ EIRIREIL R Xy Ne(?eSSIte
aujourd’hui d’adapter les méthodes d’extraction préexistantes aux Réduction " Réduction de la d'une
nouvelles geénérations de dispositifs. Ainsi, nous présentons des -y méthode
comment — a partir de courbes courant-tension I,(Vg;) et capacite- di - _/ mobilite [3] d’ :
tension C, (V) — Il est possible d’extraire avec precision la longueur Inisnsiolns extraction

effective (L., la mobilité a bas champ () ainsi que les résistances Me§ure de_ Lt = precise
series (Rgp) sur des transistors de technologie sub-65nm. necessaire e

| Extraction depuis les courbes I(Vg) en régime ohmiqgue  ~ Extraction depuis les capacités grille-canal C (V) -
L’utilisation des courbes I5(Vs) en regime ohmique (Vp < 50mV) permet d’extraire les L'utilisation des courbes C,(V;) permet dextraire la longueur
parametres electriques V, B, 6, et 0, independamment des résistances series. Pour effective des dispositifs (L) [2]. Cette méthode s’affranchit de
cela l'extraction est realisee par le biais de la fonction-Y introduite dans [1], et qui toute hypothese concernant la mobilité. Cette derniere se fonde
repose sur I'équation du courant en régime ohmique : sur le fait que la réeponse capacitive est proportionnelle a la surface
. BV, (VG _\/th) 1, N _ effective du transistor : C;, LI Wx L
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1\Ve ~Vin) T 02V ~ Vi o o/ OVe mesures C,(V) pour Soustraction des
differents L, .qk capacités parasites
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Extraction des parametres électriques g, 8,, 6, et V. Extraction des longueurs effectives (L)

20 . © Mobility reduction parametefl, . Des mesure§ ID(\(G) ont été effectuées sur une batterie de A 1080°C RTA
& Median value o transistors a grille enrobante (technologie SADAGAA, 300 £ o 1050°C RTA

o .00 4 <] W=0,5um L=80nm.10un). Une régression linéaire sur le r

< OO he 6 lors d’extraire la valeur de la résist z 250 ¢
> 15 R._ =201 0 LM © eo Oocﬁb graphe 6,(f) permet alors d’extraire la valeur de la résistance = r
- SD ' o0 oM série : Ryp [0 201Q.um Cette étude permet de mettre en = 900 [
2 I o évidence une amelioration du rapport Ryo/Ry, dun :
£ 1.0t O facteur 4, grace a une optimisation de I'architectu  re. ; 150 |
= = f
L L L’lftilisation coupl_é_e, des courbes Ip(Vg) et Cy(Vs) permet ;8 100 |
D d’évaluer la mobilité : p=p,C WIL = p, = L/ WGC,,. Cette :

0, = 401.88 + 0.235 V] technigue de mesure a finalement été appliguée sur des 50 ' ALgeO08nm 50
; dispositifs bulk de technologie 45nm (T, = 12A). L'étude a i> . L e
permis de mettre en evidence des différences de mobilité et
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de L4 liées a la température du recuit d’activation spike [3]. :
, Longueur e ffective
Gain B (mA/N?)
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Nous avons détaillé les techniques de caractérisation électrique des transistors issus [2] D. Fleury, A. Cros, K. Romanjek et al., "Automatl

accurate measurement of effective channel length c
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de technologies avancées. Ces dernieres sont aujourd’hui inévitables pour I'obtention
de reésultats fiables, ne nécessitant pas d’hypothese forte sur linvariance d'un
parametre tel que la mobilite.
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